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(54) Anordnung zur Kuhlung eines Leistungs-Halbleiterelementes 



(57) Bei einer Anordnung zur Kuhlung eines Lei- 
stungs-Halbleiterelementes ist vorgesehen, da(3 auf ei- 
nem Aluminiumtrager eine Isolierschicht aus kerami- 



schem Werkstoff aufgebracht ist, auf welcher das Lei- 
stungs-Halbleiterelement angeordnet ist. Die Isolier- 
schicht kann mit einem plasmachemischen Verfahren 
aufgebracht sein. 
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Beschreibung 

Anordnung zur Kuhlung eines Leistungs-Halbleiterele- 
mentes 

[0001 ] Die Erf indung betrifft eine Anordnung zur Kuh- 
lung eines Leistungs-Halbleiterelementes. 
[0002] Zur Abteitung der in Leistungs-Halbleiterele- 
menten entstehenden Warme werden meist Kiihlkorper 
aus Aluminium verwendet. Dazu ist eine gut warmelei- 
tende Verbindung zwischen dem Leistungs-Halbleiter- 
element und dem Kuhlkorper erforderlich, wobei in der 
Regel zusatzlich eine elektrische Isolierung benotigt 
wird. Urn den Warmewiderstand zwischen dem Lei- 
stungs-Halbleiterelement und dem Kuhlkorper mog- 
lichst gering zu halten, sind verschiedene Pasten und 
Kleber, die im Bedarfsfall auch leitend sind, bekanntge- 
worden. Dennoch haben die Warmeubertragungsmedi- 
en den groBten Anteil am Warmewiderstand des ge- 
samten Aufbaus. 

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei- 
nen guten Warmeubergang zwischen dem Leistungs- 
Halbleiterelement und dem Kuhlkorper bei gleichzeiti- 
ger zuverlassiger elektrischer Isolierung sicherzustel- 
len. 

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB da- 
durch gelost, daB auf einem Aluminiumtrager eine Iso- 
lierschicht aus keramischem Werkstoff aufgebracht ist, 
auf welcher das Leistungs-Halbleiterelement angeord- 
net ist. Vorzugsweise ist dabei die Isolierschicht mit ei- 
nem plasma-chemlschen Verfahren aufgebracht. Eine 
Schichtstarke von vorzugsweise 5 asm bis 30 aem er- 
moglicht eine ausreichende elektrische Isolation bei ei- 
nem moglichst geringen Warmewiderstand. 
[0005] Eine vorteilhafte Ausgestattung der erfin- 
dungsgemaBen Anordnung besteht darin, daB das Lei- 
stungs-Halbleiterelement auf einer leitenden Schicht 
auf der Isolierschicht angeordnet ist. Die leitende 
Schicht kann eine ubliche direkt - beispielsweise durch 
Siebdruck bzw. Dosieren - Oder indirekt mit Abziehfolie 
aufgebrachte Leiterbahn sein. Zur Vervollstandigung 
der das Leistungs-Halbleiterelement beinhaltenden 
Schaltung konnen in gleicher Weise auch weitere Lei- 
terbahnen vorgesehen sein. 

[0006] Die erfindungsgemaBe Anordnung hat den 
Vorteil einer besseren thermischen Anbindung des Lei- 
stungs-Halbleiterelementes an den Kuhlkorper und da- 
mit einer Reduzierung des Warmewiderstandes. Es 
konnen bei gleichen Leistungsanforderungen kleinere 
und damit kostengunstigere Leistungs-Halbleiterele- 
mente eingesetzt werden. Die Erfindung ermoglicht wei- 
terhin eine Mischung zwischen Standardelektronik und 
Direktschicht auf Aluminium, wobei zur Verbindung 
Dickdrahtbonden geeignet ist. 
[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen beste- 
hen darin, daB die leitende Schicht mit bei niedrigen 
Temperaturen schmelzenden Dickschichtpasten Oder 
mit elektrisch leitfahigem KJebstoff hergestellt ist. 



[0008] Die erfindungsgemaBe Anordnung kann auch 
dahingehend weiter gebildet sein, daB auf der Isolier- 
schicht ferner Schichtwiderstande angeordnet sind, die 
aus Polymer- Pasten bestehen. 

5 [0009] Die Erfindung laBt zahlreiche Ausfuhrungsfor- 
men zu. Eine davon ist schematisch in der Zeichnung 
dargestellt und nachfolgend beschrieben. 
[0010] Die Zeichnung stellt das Ausfuhrungsbeispiel 
schematisch dar, wobei wegen der besseren Erkenn- 

10 barkeit die Schichten starker als in Wirklichkeit darge- 
stellt sind. Auf einem Kuhlkorper 1 aus Aluminium ist 
eine isolierende Schicht 2 aus Keramik aufgebracht. 
Darauf befindet sich eine leitende Schicht in Form von 
Leiterbahnen 4 bis 6. Die Leiterbahn 5 tragt das Lei- 

15 stungs-Halbleiterelement 3, das elektrisch einerseits - 
vorzugsweise durch Loten - mit der Leiterbahn 5 und 
andererseits uber einen Bonddraht 8 mit der Leiterbahn 
4 verbunden ist. 

[0011] Die werteren Leiterbahnen 6 und 7 sind uber 
20 einen Dickschichtwiderstand 9 miteinander verbunden. 



PatentansprOche 

25 1. Anordnung zur Kuhlung eines Leistungs-Halbleiter- 
elementes, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

auf einem Aluminiumtrager (1) eine Isolierschicht 
(2) aus keramischem Werkstoff aufgebracht ist, auf 
30 welcher das Leistungs-Halbleiterelement (3) ange- 
ordnet ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

35 die Isolierschicht (2) mit einem plasma-chemischen 
Verfahren aufgebracht ist. 

3. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

40 das Leistungs-Halbleiterelement (3) auf einer lei- 
tenden Schicht (5) auf der Isolierschicht (2) ange- 
ordnet ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, 
45 dadurch gekennzeichnet, daB 

die leitende Schicht (5) mit bei niedrigen Tempera- 
turen schmelzenden Dickschichtpasten hergestellt 
ist. 

50 5. Anordnung nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

diejeitende Schicht (5) mit elektrisch leitfahigem 
Klebstoff hergestellt ist. 

55 6. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

auf der Isolierschicht (2) ferner Schichtwiderstande 
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(9) angeordnet sind, die aus Polymer- Pasten beste- 
hen. 
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